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a Effektiver Kanalquerschnitt

A Ampere

ag Metallurgischer Kanalquerschnitt

AC Wechselstrom

Al Aluminium

AlAs Aluminium-Arsenid

AlGaAs Aluminium-Gallium-Arsenid

As Arsen

Asga Arsen-Antisitedefekt

As; Arsen auf einem Zwischengitterplatz

Au Goid
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Chap Kapazitiit des Dielektrikums zwischen Gate und Drain
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D Elektrische Verschiebungsdichte
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